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Potprzewodnikowa dioda umozliwiajaca uzyskanie duzych
gestosci pradu przewodzenia

1

W dotychczas produkowanych poéiprzewodniko-
wych diodach typu p-n odprowadzenie bazy jest
wykonane w postaci niskoomowego kontaktu od-
znaczajgcego sie duzg predko$cig rekombinacji
no$nikéw mniejszo§ciowych. Cechg charakterysty-
czng takiej diody jest wzrost gestoSci pradu nasy-
cenia ze zmniejszaniem grubo$ci obszaru bazy po-
nizej grubo$ci odpowiadajacej diugoSci dyfuzyjnej
no$nikOw mniejszoSciowych w tym obszarze.

Wedlug wynalazku kontakt bazy wykonany jest
w postaci dodatkowego zlgcza l-h okreSlonego jako
skokowe przejScie pomiedzy obszarami poiprze-
wodnika o tym samym typie przewodnictwa lecz
o réznej koncentracji domieszek po obu stronach.
Obszar 1 zlacza l-h o mniejszej koncentracji do-
mieszek odpowiada obszarowi bazy diody, za§ ob-
szar h o wiekszej koncentracji domieszek odpowia-
da obszarowi do ktérego wykonane jest niskoomo-
we odprowadzenie bazy. Zlacze l-h usytuowane
jest w stosunku do zlgcza p-n w odleglosci mniej-
szej niz dtugosé dyfuzyjna nosnikéw mniejszoscio-
wych w obszarze bazy diody. Grubo§¢ obszaru h
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jest wigksza od dlugosci dyfuzyjnej nosnikow
mniejszoSciowych w tym obszarze, Zigcza p-n i
I-h diody posiadajg zblizone wymiary.

Dioda o tej konstrukcji pozwala na uzyskanie
znacznie wiekszej gestoSci pragdu przewodzenia niz
zwykla dioda p-n z niskoomowym kontaktem bazy
o duzej predko$ci rekombinacji no$nikéw mniej-
szo$ciowych.

Zastrzezenie patentowe

Pélprzewodnikowa dioda umozliwiajaca uzyska-
nie duzych gestosci prgdu przewodzenia znamien-
na tym, Zze ma dwa zlgcza (p-n) i (I-h) o zblizonych
wymiarach, przy czym odleglo§¢ miedzy nimi jest
mniejsza od diugo$ci dyfuzyjnej no$niké6w mniej-
szo$ciowych w obszarze bazy, natomiast obszar (h)
posiada grubo$¢ wieksza od dlugbsci dyfuzyjnej
noénikéw mniejszoSciowych w tym obszarze i za-
opatrzony jest w niskoomowe odprowadzenie o du-
zej predko$ci rekombinacji no$nikéw mniejszo-
§ciowych.

e 1011 9[12

3LIOTEKA

i }.{l:?@dp Peis.nk:wega
IO of Bgg b

———r———



44444




	PL48234B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


